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Nagyfeszültségű szilícium PNP planár tranzisztor 2N 5415 2N 5416 

KUlrrwrtttk 
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Tok: TO-39 
Tömeg: kb 1,5g A kojektor a femhazzo.1 

össze von kötve. 

Ajánlott alkalmazás 

A 2N 5415, 2N 5416 nagyfeszültségű szilícium epitaxiális 
planár PNP tranzisztor közszükségleti és ipari fel­
használásra szolgál. Elsősorban meghajtóként alkalmaz­
ható nagyfeszültségű kis áramú inverterekben, kapcsoló és 
soros üzemű stabilizátorokban. 

Bármely alkalmazástechnikai kérdésben a MEV Félvezető 
Ágazat .Fejlesztése készséggel áll felhasználóink rendel-
kezésére (Telefon: 692-800/2337), 

Schronk László 

MAXIMÁLIS HATÁRADATOK J E L Ö L É S 2N 5415 2N 5416 EGYSÉG 

Kollektor-bázis feszültség - V C B O 2 0 0 3 5 0 V 

Kollektor-emitter feszültség * V C E 0 2 0 0 3 0 0 V 

Emitter-bázis feszültség " V E B O 4 6 V 

Kollektor egyenáram - i c 1 l A 

Bázis egyenáram - l B 0,5 0,5 A 

T E L J E S T E L J E S Í T M É N Y D I S S Z I P Á C I Ó 

Tamb 5 0 ° C Ptot 1 1 W 

Tcase 2 5 ° C Ptot 10 10 W 
1 H 4 1 
Átmeneti hőmérséklet Tj 1 5 0 1 5 0 °C 

Tárolási hőmérséklet Ts - 5 5 . . . + 1 5 0 °C 

H Ö E L L E N Á L L Á S 

átmenet és tok között Rthjc 17,5 175 K / W 

átmenet és környezet között Rthja 1 5 0 1 5 0 K / W 
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STATIKUS JELLEMZŐK 
T C A S E =25°C ha másként nincs 

meghatározva 
JELÖLES 2 N 5415 2N 5416 EGYSÉG 

Kollektor-bázis visszáram ( l E = 0 ) 
- V C B = 1 7 5 V 

- V C B = 280V 
~'CB0 
_ l C B 0 

< 5 0 

<50 

pk 

p A 

Kollektor-emitter visszáram ( lg=0) 

-V C E = 150V " l CE0 < 5 0 < 50 p A 

Emitter-bázis visszáram ( I Q = 0 ) 

- V E B = 4V 

- V E B = 6V 
" ' E B O 

~ ' E B O 

< 2 0 

< 20 

pA 

pA 

Tartás kollektor-emitter feszültség*( I3 =0) 

- ! c =10mA "VCE0(sus) >200 >300 V 

Tartós kollektor-emitter feszültseg(RgE=50ohm) 

-\Q =50 mA 
~ V C E R >350 V 

Kollektor-emitter maradék feszültség* 
- Í£=50mA , i Q - 5mA 

" VCEsat < 2,5 <2,5 V 

Bázis-emitter feszültség* 
- l c =50mA , V C E =10V 

" V B E <1,5 < 1,5 V 

Egyenáramú áramerositési tényező* 
- lC = 20mA , VCE=10V n 21E 

h 21E 

>30 

<150 

> 30 

< 120 

* Impulzus üzem:impulzus hossza=300yus kitöltési tényező < 2°/. 

DINAMIKUS JELLEMZOK T c a s e = 25°C JELÖLÉS 2 N 5 4 1 5 2N 5 4 1 6 EGYSÉG 

Kisjelű áramerositési tényező 

- l c = 5mA , -V C E =10V , f = 1 kHz h 21e >25 >25 

Kollektor-bázis kapacitás 

- V C B = 10V , f = 1MHz C B 0 <25 < 25 pF 

Tranzitfrekvencia 

- ! C =10mA ( -V C E =10V , f = 5MHz {T >15 >15 MHz 

M.E.V. MIKROELEKTRONIKAI VÁLLALAT 

376 Híradástechnika XXXVII. évfolyam 1986. 8. szám 


